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1.Eigenschaften:

1.0berfléche: lackiert
2.Gehiduse: DO 7, .Glas, hermetisch dicht

2.Elektriscne Werte:

1.Frequenzbereich: 100Hz...3MHz
2.Ausgangsspannung: 0,05uV pro / Hertz an 508
3 .Spannungsinderung +2,5dB

Uberm Spektrum:

3.Mech.~therm.~klin. Werte:

1.Lagertemperatur: EG(_-_»65°C. ..+175°¢C) DIN.
2.Betriebstemperatur (fiir EK(=559C...+125°) 40 040
Spannungsinderung = +3dB)
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1. Eigenschatten = i
1.1, Mechanische Austihrung '__—
1.1.1.  Gehauseart: JEDEC 10 % /DIN 223
1.1.2  Genausewerxstoff: Mat3ll ——— rr:r.:axll
1.1.3.  Gehauseoberflache: 71 | 792
1.1.4.  AnschiuBdrahts Itbar vzin/vgol 5% T
Formel- wert | Mesbedingung
1.2 Grenzwerte zeichen
1.2.1.  Kollektor-Basis-Spannung: Uerr 2 v 8, = =C RBE = W0 2
122, Kollektor-Emitter-Spannung: Ucso 100,,/’ v B, = °C
1.23. Emitter-3asis-Spannung: Ueso 75 A 8, = °C
1.2.4.  Kollektorstrom: Ic S0 A 8= °C -
1.25. Verlustleistung: Prot W *,.-”“‘ 1 w Bg= % °C
1.2.5. Temperaturbereich (Lagerung): iy }E85...0200  °C
1.2.7. Scgerrschicht-Temperatur: i ’43": ‘=55 aeat 200 °‘ 2
1.2.8. Lottemperatur: Bt 4 28 0 t= < s
7 N
. <(/ AY
1.3. Kennwerte bei 25°C 4 \f‘,’ .
1.3.1. . _Kellektor-Reststrom: N lery «;ji;x, 05 mA | U= 10 v, = 1002 o
L I A | Ug= V.3, = c
1.3.2. Emiter-Reststrom: & leso A | Ug= v
1.3.3. Grenzfrequenz: R d fr/ 20 Mpz Ue= 0 Vile= 10 At= 0 MHz
134 Gxems:rcm-\/ers:é:ke%}f“xor: B 2 1000 Uez= 5 Viilc= ¢ A
1.3.8. Wemseiszrom-Vers‘t‘:‘r r-Faktor: hyee Ueg = Vilg = Af= KHz
1.38. Kollektor-Séttxgung:%s’bannung: Uctsar ] 2,7 v Ie 0 Alg= 0,1A
N’ UCEmf < v IC = A, lg = A
1.3.7. Basis-Sémgcu%spannung: Usgsar = 3,5 v le = 0 A= 0,Ta
1.3.8. Kollektor—S/ rrschicht-Kapazitat: Ces 4<9 pF Ucs 1,3 v, le = 0 Af= 4 MHz
1.3.9. Emitter-Sgerrscnicht-Kapazitat: Ces pF Ueg = Y. le = Al = MHZ
1.3.10. Warmesinnenwiderstand: Rug = 1,78 <C/mw
1311, Warpewiderstand: Ry —C/mW
1.3.12 Scéltzeiteﬂ : i, 0,80 us IC =5 A, U =20V, Igq = 10 md
tr 1,7 s Ie =5A, Up =209, Ig9=152=10 =
t, 3,3 us IC =5A, Ueg =20V, Igq = [ap = 10 =2
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1. Eigenschatten : I : T
1.1 Mechanische Ausfuhrung - — &
111 Gehauseart- JEDEC 10 - 3 ]
1.12.  Gehausewerkstoff: Metall A |57 -
1.1.3  Gehauseoberflache: . 718 5,21 763
114, AnschiuBdrahte I6tbar vzin/vgol ‘ —‘-‘,457 : = 4’35 .
Formel- Wert MeBbedingung
12 Grenzwerte zeichen o
121,  Kollektor-Basis-Spannung: Ucgo . 5 V| b= O °C T Nicht far
122, Kollektor-Emitter-Spannung: "Ucto 300 VvV |d= 2 °C NfN Neukonstr.
123, Emitter-Basis-Spannung Uggo g V9= 2 °C .
1.24.  Koltektorstrom: : Ic : 0 A # = °C '
125  Verlustleisiung: ’ Piot 0 W | 9= 100 °C
1.26.  Temperaturbereich (Lagerung): i -£5 bis +200 ‘'C 4
12.7. Sperrschicht-Temperatur: M, -65 bis +200 .°C ‘
128, Lottemperatur: ' il 4245 °C t 5 s
1.3 Kennwerte bei 25°C , ' ’
13.1 " Kollektor-Basis-Durchbruciispannungd  Ucgg (BR) | 0 ORSV fe o= 100uA A
1.3.2. Kollektor-Emitter-Durchbruchspg. :| Uggo (sus)| 2 300 V [l¢c = 10md, 8 = 25 °C
1.3.2.  Emitter-Reststrom: leso —_— A Ugg = v
1.33. Grenzfrequenz. fy 950 MHz Ucg = 10 viic = 0,5 At= 10 MHz
134 Gleichstrom-Verstirker-Faktor: hfe. 20 bis 60 Ug= 5 Vg = 5 A
1.35. Wechseistrom-Verstarker-Faktor: hig - Ucg = V.Ic = At = KHz
136  Kollektor-Sattigungsspannung. Ucesar g 0,5 v le = 5 A lg - 0,5 A
* Ucgsat -V Ic = A lg A
13.7. Bas}us-Sattigungsspannung: : Uggsar < 1’2 \Y e = 5 Alg = '0’5 A
1.3.8. Kollektor-Sperrschicht-Kapazitat: Ccs 150 pfF U= 10 V.lg = 0 At = 1 MHz
139  Emitter-Sperrschicht-Kapazitat: Ces . -~ pF Ugg = V.ic = Af= MHz
1.3.10. Warme-innenwiderstand: Ring . 1’5 cC/ W :
13.11. Waéarmewiderstand: Ry CNC W
1.3.12 Anstiegszeit : t 1,0 us _ . s e =
1.3.15‘.Speichgrzeit : : t; 1,9 wus }(?EC - 1(2)8 :Z\ 88 = -5 Vo 1oy = ~lgg =100k
1.3.14. Aofallzeit : t; 0,5 wus
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Eigenschaften I
Mechanische Austihrung . 4+
Gehauseart: JEDEC®(0-3/DIN m
Gehausewerkstoff: Metall o L3
Gehauseoberflache: rrrTu_x
AnschiuBdrahte 16tbar vzin/vgol %‘? e Jl;—:f—
Formel- Wert MeBbedingung
Grenzwerte zeichen
Koltektor-Basis-Spannung: Ucso 25 V | 8, = °C
Kollektor-Emitter-Spannung: Uceo 200V | 9= °C
Emitter-Basis-Spannung: Ueso 8 v 9, = °C
Kollektorstrom: Ic A9 = °C
Verlustleistung: Pyt 100 w ﬁ5= 100 °C
Temperaturbereich (Lagerung): o -65...+200 °C
Sperrschicht-Temperatur: W -=05...+200 °C
Léttemperatur: 0 W5°C 1= 5 4
Kennwerte bei 25°C
<
Kollektor-Reststrom: Icso s 1,0ua | ugp =300 v
Icso A | Usp= . Vo= . °C
Emitter-Reststrom: lego g 1,0nA Ugg = gV
Grenzfrequenz: ty/ z OMHz | Ugg= 10 V.Ic = 5 At= MHz
Gleichstrom-Verstérker-Faktor: B 2 8,0 Uge= 10 Viigc= 4 A
Wechselstrom-Verstarker-Faktor: hie Uce V.lg = Af= KHz
Kollektor-Sattigungsspannung: UcEsqr < 2V |ic = 4 Al = 8 A
UCEscl v IC = A, lB = A
Basis-Sattigungsspannung: Uggsar < 2,2V Ic = &0 Al = 8 A
Kollektor-Sperrschicht-Kapazitat: Ccs < 500 pF | Ucg= 10 V.Ig = 0 At= MHz
Emitter-Sperrschicht-Kapazitat: Ces < pF Ugg = V.ig = Af= MHz
Warme-Innenwiderstand: Ring = 1°C/ W
Wirmewiderstand: Ry °C/mw

elektr. Werte nach Solitron, Product Catalog Seite 62 und Gbrige Werte siche Datenblatt

STD9630 Serie 70 AMP, (5-72-96)
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1. Eigenschaften 7
1.1. Mechanische Austfiuhrung 4-4-
1.1.1.  Gehauseart: JEDEC 10.3 /DIN —
1.1.2. Gehdusewerkstoft: Metgall 343
1.1.3. Gehauseoberflache: ™ [may’
1.1.4.  AnschluBdrahte |6tbar vzin/vgol —el834 [Z92_
AR min.
Formel- MeBbedingung
1.2, Grenzwerte zeichen
12.1.  Kollektor-Basis-Spannung: Uceo 9 vV | 8= °C
1.22.  Kollektor-Emitter-Spannung: Uceo 0 v | 9= °C
123. Emitter-Basis-Spannung: Ugso 8 v | 8, = °C
1.24. Kollektorstrom: lc 0 A= °C
1.2.,5. Verlustleistung: Piot 00 W | 8= 100 °C
1.26. Temperaturbereich (Lagerung): i -65...+200 °C
1.2.7. Sperrschicht-Temperatur: & -65...+200 °C
12.8. Lottemperatur: B 5 °Cc | t1= 5 s
13. Kennwerte bei 25°C , , 7 o -
1.3.1.  Kollektor-Reststrom: lcso £ 10MA | Us= 300 v
lcso — A | Ug=— Vp,= — °C
132 Emitter-Reststrom: leso < 10pA | Ug= 8 V
133. Grenzfrequenz: fr.” 2 10 Miz | U= 10 Viic= § Af= 1 Mhz
1.3.4. Gleichstrom-Verstarker-Faktor: B 2 8,0 Ug= 10 Vic= & A
1.3.5. Wechselstrom-Verstarker-Faktor: hie Uce = V,ic = At= KHz
1.36. Kollektor-Sattigungsspannung: UcEsqr < 2 v ic = 4 Alg= 8 A
Ucksar Vil = Alg = A
1.3.7. Basis-Sattigungsspannung: UgEsar < 2,2 v c = M Alg = 8 A
1.3.8. Kollektor-Sperrschicht-Kapazitat: Ccs =<= 400 ©pF Ug= 10 V.ig = 0 Af= 1 MMz
1.3.9. Emitter-Sperrschicht-Kapazitat: Ces . pF E{Es = V.lIc = Af= MMz
1.3.10. Warme-innenwiderstand: Rume < 41 3(:/_-_;._\4[“
1.3.11\_;,_ Waérmewiderstand: ~ Rmu !
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